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自動車の安全走行、燃費向上による環境保護、車内環境の改善などの目的のため、自動車内

外で使用するセンサのニーズが高まっている。我々は、燃料成分分析、車内環境測定、飲酒検知

などに使用できる複数のガス成分分析が可能な小型赤外吸収式マルチガス成分センサの開発を行

っている。ガス成分の定量測定の高感度化を実現するため、我々は、赤外検知器のボロメータ材

料として、高い抵抗変化係数（TCR > 70 %/K）を有する強相関酸化物である VO2を用いることを

検討している。しかし、この VO2 を用いたボロメータの実用化には、ボロメータの繰り返し測定

の再現性低下を引き起こす要因となっている VO2の金属‐絶縁体転移における抵抗－温度特性の

温度履歴の抑制が課題となっている。これまでに、温度履歴の抑制方法として金属元素ドーピン

グや酸素欠損の導入などが報告されているが、同時に TCR も低下してしまうため、高い TCR と

温度履歴抑制の両立が困難であった。 

今回、我々は高 TCR と温度履歴の抑制の両方を実現するための知見を得ることを目的に、金属

元素ドーピングが TCR と温度履歴に与える影響を、詳細に調べた。Al2O3(001)基板上に Cr3+、Nb5+

をドープした VO2薄膜を作製し、ドープ量に対する格子定数、TCR、温度履歴幅（∆TMI）の変化

を測定した。その結果、TCR と∆TMI は、ドープした元素の種類や価数には依存せず、格子定数と

の間によい相関があることが分かった。さらに、TCR と∆TMIは、Fig. 1 に示すようなユニバーサ

ルな関係を示すことが分かった。これらの結果から、TCR と∆TMI の低下は、元素ドープによる格

子変形が要因であることが示唆された。当日は、高い TCR を維持したまま温度履歴を抑制する新

たな手法の可能性についても報告する。 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Correlation between TCR and ∆TMI in V1-xCrxO2 and V1-yNbyO2 
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